
UBF 11 

DUODIODE~-FPENTODE with veriable mutual conductance 
for use as H.F., I.F, or L.F, amplifier 
DUODIODE-PENTHODE 3 pente wvariable pour utsilisatiuvn 
comme amplificatrice H.F., M.F. ou B.F. 
DUCDIODE~-PENTHODE mit verinderlicher Steilheit zur 
Verwendung als H.F., 2.F. oder N.F. Verstdrker 

Heating: indirect by A.C. or D.C.; 
series supply 

Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.; V£ 
alimentation en série Ir H

u
 

Heizung: indirekt durch Wechsel- 
oder Gleichstrom; 
Serienspeisung 

Dimensions in mm 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm 

Capacities 
Capacités 
Kapazititen 

Pentode section 
Partie penthode 
Penthodenteil 

Ca = , 
Cagl < 0,002 pF 
cgl = 
cgif < 

Between pentod 

T e max 43 | 

Diode section 
Partie diode 
Diodenteil 

20V 
0,100 A 

cd1d2 < 0,5 pF 
Ca1 
cd2 

cdzf 
Cdif < 0,65 pP 

< 

e and diode sections 
Entre les parties penthode et diode 
Zwischen Penthoden~ und Diodenteilen 

Cdla < 0,015 pP 
Cdza < 0,01 pF 
¢(ai+d2)a < 0,015 pF 
cc1g1 < 0,001 pF 

< 0,001 pF 
C(d1+d2)g1 < 0, 002 p? 
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PHILIPS [uBF11 
DOUBLE DIODE-PENTODE with varisble mutual conduct- 
ance for use as R.F., I.F. or A.F. amplifier 
DOUBLE DIODE~-FENTHODE & pente variable pour utilisa- 
tion en amplificatrice H.F., M.F. ou B.,F. 
DOPPELDIODE-PENTODE mit veridnderlicher Steilheit zur 
verwendung als HF~, ZF- oder NF-Verstédrker 

Heating : indirect; series supply VF = 20V 
Chauffage: indirect; alimentation- série Ir = 100 mA 
Heizung : indirekt; Serienspeisung f= o 

Dimensions in mm,dimensions en mm,Abmessungen in mm 

) 

& 
Rl 

U{:] i 

”’i!iz g 

Base, culot, Sockel: Y 

Capacitances Ce = 6,5 pF Cd142 < 0,5 pF 
Capacités _ ; 
Kapazitdten Cagt < 0,002 pF Car = 2,7 pF 

Cgt = 6,0 pF Caz = 3,0 pF 

Cgif < 0,001 pF Cd1f < 0,65 pF 
Cagz¢ < 0,1 pF 

Cd1a < 0,015 pF Carg1 < 0,001 pF 

Cdog < 0,01 pFf Cd2g1 < 0,001 pF 

C(da1+d2)a < 0,015 pF C(a1+d2)g1< 0,002 pF 

Operating characteristics as R.F. or I.F. amplifier 
Caractéristiques d'utilisation en amplificatriceHdR 
ou M.F. 
Betriebsdaten als HF- oder ZF-Verstidrker 

Va = 100 200 v 

Rga = 70 70 kQ 

Ry = 300 300 Q 
ug2g1 = 14 14 

Vg1 = -1 =22 =23 -2 42 46V 

Vg2 = 40 = 100 80 - 200 V 
Ig = 2,6 - - 5 - - mA 

Ig2 = 0,85 - - 1,7 - - mA 

S = 1300 13 g 1800 18 9 LA/ 
Ry = 0,9 »>10 >10 1,5 >10 >10 MQ 

12.12.1993 939 4648 1.



UBF 11 
Operating characteristics of the pentode section as 
H.F. or 1.F. amplifier 
Caractéristiques d'utilisation de la partie penthode 
comme amplificatrice H.F. ou M.F. 
Betriebsdaten des Penthodenteiles als H.F. oder Z.F. 
Verstdrker 

Va = 100 200 v 

Rg2 = 70 T0 kQ 

Rk = 300 300 Q 

ng2gl = 14 14 

Vgt = M1 22 -3 T2 42 46V 
Vg2 = 40 - 100 80 - 200 Vv 
Ia = 2,6 - - 5 - - mA 

Ig2a = 0,85 - - 1,7 - - mi 
S = 1300 13 9 1800 18 9 wA/vV 

Ei = 0,9 >10 >10 1,5 >10 >10 NQ 

Operating characteristics of the pentode section as 
L.F. anplifier 
Caractéristioues d'utilisation de la partie penthode 
comme amplificatrice B.F. 
Betriebsdaten des Penthodenteiles als N.F. Verstir- 
kexr 

A. Vb= 200 V; Ra = 0,2 MQ; Rg2 = 0,7 MQ; Rk = 2,4 k 

Vp| 1Ia Ie2 | Yo dy oy (4) dyot (%) 
(V)] (ma) | (ma) (Vo = 3 V op)(Vo = 5 Vi pp) 

0] 0,66 | 0,24 82 0,72 1,2 

5{ 0,50 | 0419 28 1,02 1,7 
10]| 0,37 | 0,15 20 1,14 1,9 

15 0,27 | 0,12 110,5 1,32 2,2 

20| 0,20 | 0,09 6,7 2,04 3,4 

B. Vb= 100 V; Ra = 0,2 NQ; Rg2 = 0,7 ¥Q; Rk = 2,4 kQ 

-Vp| 1a 1g2 g{- dgop (%) 4ot (F) 
(V)| (ma) | (ma) (Vo = 3 Vopo)(Vo = 5 Vpp) 

0] 0,33 | 0,12 76 0,72 1,2 

2,510,245 10,095 | 28,4 1,62 2,7 

50,185 | 0,075 | 22,7 2,04 34 

10| 0,10 | 0,045 ! 6,3 7,44 12,4 

17.9.1948 2. 

55296



UBF 11 PHILIPS 
Operating characteristics as A.F. amplifier 
Caractérissiques d'utilisation en amplificatrice B.F. 
Betriebsdaten NF-Verstirker 

A. Vp = 200 V; Rg = 0,2 IQ; Rg2 = 0,7 MQ; Rk = 2,4 k@ 

V| Ia | Is2| Yo | dtot () dtot (7) 
(D | may | ma) | V1 [(vo = 3 Vers)|(Vo = 5 Vers) 

o] o0,66] 0,24 g2 0,72 ,2 

5 0,50 0,19 28 1,02 1,7 

10 0,37 0,15 20 1,14 1,9 

151 0,271 0,12 [ 10,5 1,32 2,2 
20| 0,20] 0,09 | 6,7 2,04 3,4 

B. Vp = 100 V; Ra = 0,2 LiQ; Rg2 = 0,7 MQ; Ry = 2,4 

-V Ia g2 | Yo dtot (%) dtot (%) 

(V)| (ma) | (@) | V1 |(Vo = 3 Vers)(Vo = 5 Verr) 
O 0,33 0,12 76 0,12 1,2 

2,510,245 | 0,095 [ 28,4 1,62 2,7 

s|0,185 | 0,075 [22,7 2,04 3,4 
10{ 0,10 | 0,045 | 6,3 7,44 12,4 

Limiting values 
Caractéristiques limites 
Grenzdaten Vao - max. 550 V 

Va = max. 250 V 

Wa = max. 1,5 W 

Vg2o = maX. 550 V 

Vgo(Ia < 2 ma) = max. 250 V 

Vgo(Ia = 9 mA max. 125 V 
Vg2 = max. 0,3 W 

Ik = max. 10 mA 

Vg1(Ig1=+0,3u4) = max. =1,3 V 
Rag1 = maxX. 3 MQ 

Rkf = max. 20 kQ 

Vit = max. 125 V 

Eacii diode;chzoue diode; jede Diode 

Vdinvp = mex 350 V 

14 = max. 0,8 mA 

Idp = mmaXe. 50 mA 

kQ 

939 4049
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